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まず、IIa ダイヤモンド基板に対し室温で5ー60 keV でB＋ イオンを注入し、その後1150℃ と
1300℃ のポストアニール処理を行うことで基板表面から約130 nm まで3.6×1019 cm－3 の高











るために、900℃ の高温でB 注入を行い、電気特性の違いを評価した。さらに、より高温(1450℃) 
でのアニール処理により注入ダメージの回復促進を検討した。その結果、900℃ 注入では37% の
ドーピング効率しか得られず、室温でのB 注入のドーピング効率と比べて約1/2 となってしまっ














活性化エネルギーは0.1 eV よりも小さく、Nearest Neighbor Hopping 伝導と呼ばれる電気伝
導機構が優勢であることが分かった。これらの伝導機構に基づく理論値と実験で得られたシート抵
抗の値（比抵抗の値）をフィッティングした結果、1300℃ アニール試料においてσ3 伝導での活
性化エネルギーが0.070 eV, 局在長が約5×10-8 cm と見積もられた。この局在長は有効ボーア半

















0.344 eV となった。キャリア濃度の温度依存性から得られた補償率は30.5% であり、室温での























第4 章では電気特性の評価方法について記した。Van der Pauw 法での比抵抗の測定方法、Hall 
効果の概要と測定方法について述べる。 








第7 章では高濃度でB を注入したIIa ダイヤモンドの電気伝導についてバンド伝導,イントラバ
ンド伝導, ホッピング伝導を用いて解析し、電気伝導メカニズムを定量的に議論する。 





















換率と室温付近における世界最高のホール移動度を観測した。それらの成果を昨年 8月に Appl. 









高く評価され、J.J.A.P. 誌の Spotlights論文にセレクトされ、世界中に発信された。さらに J.J.A.P.
欧文誌刊行会として奨励パンフレットを作成し、その中で世界中に紹介されることになっている。
これにより世界中から注目され、今後この論文の成果をベースにイオン注入法による高品質ダイヤ
モンド半導体への不純物ドーピング技術が実用化されて世界中に広まり、世の中にダイヤモンド半
導体デバイスが幅広く利用されることが期待できる。 
 
以上の顕著な結果とその世界的なインパクトを考慮すると、本論文は博士（理学）論文に十二分
に値する論文であると結論できる。この成果を神奈川大学としてアピールするために現在プレス発
表する予定で準備が進んでいる。 
 
 
